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GaN yra patraukli medžiaga dvigubo atsako dalelių 

sensorių formavimui [1]. Tokie sensoriai gali būti 

taikomi medicininiuose diagnostikos įrenginiuose, 

radiacijos monitoringui, aukštųjų energijų fizikos 

eksperimentuose, pvz., naujos kartos dalelių greitintuvo 

(Future Circular Collider - FCC) eksperimente ir pan. 

Tačiau GaN scintiliacinės charakteristikos priklauso nuo 

kristalų kokybės [2]. Technologiniai/radiaciniai defektai 

ir šviesos ištraukimo efektyvumas (Light Extraction 

Efficiency -  LEE) nulemia GaN scintiliatorių našumą. 

LEE gali būti padidintas keičiant kristalo paviršiaus 

geometriją, pvz., naudojant cheminį ėsdinimą (wet 

etching), kuris gali pakeisti ne tik paviršiaus formą ir 

plotą, bet ir GaN kristalo paviršiaus kokybę [3,4]. Buvo 

parodyta, kad cheminis MOCVD GaN paviršiaus 

ėsdinimas fosforo rūgštimi (85% H3PO4) nulemia 

fotoliuminescencijos efektyvumo išaugimą bent du 

kartus [5]. Tačiau, liuminescencijos smailių 

intensyvumas kinta apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote 

poveikyje dėl radiacinių defektų formavimosi, kurie 

nulemia naujų spindulinės ir nespindulinės 

rekombinacijos kanalų susidarymą [1]. Siekiant 

pritaikyti MOCVD GaN medžiagą dvigubo atsako 

jonizuojančiosios spinduliuotės sensorių formavimui, 

būtina ištirti sluoksnių charakteristikų kaitą aukštųjų 

energijų spinduliuočių poveikyje. 

Šio darbo tikslas buvo ištirti chemiškai ėsdintų 

MOCVD GaN sluoksnių, turinčių didelį dislokacijų 

tankį, liuminescencines charakteristikas prieš ir po 

apšvitos 1.6 MeV protonais. 

Darbe buvo ištirti 3.7 μm storio MOCVD GaN 

sluoksniai, išauginti Vilniaus universitete MOCVD 

reaktoriuje ant safyro padėklo (kurio paviršius buvo c 

plokštumos) prieš tai nusodinus buferinį u-GaN sluoksnį, 

kurio storis siekė >1 μm. MOCVD GaN sluoksnis buvo 

lengvai legiruotas Si, kurio koncentracija siekė 1017 cm-3, 

o dislokacijų tankis buvo lygus ~109 cm-2. Bandinių 

paviršiai buvo ėsdinti fosforo rūgštimi (85 % H3PO4) 

160 oC temperatūroje 30 min. Apšvitos 1.6 MeV 

protonais buvo atliktos Fizinių ir technologijos mokslų 

centre Tandetron 4110A jonų greitintuvu. Bandiniai 

buvo apšvitinti Φ1.3×1014 cm-2 protonų įtėkiu. 

Darbe buvo ištirta fotoliuminescencijos spektrų kaita 

po apšvitos protonais (paveikslas 1). Krūvininkų 

dinamikos tyrimai buvo atlikti pasitelkiant 

mikrobangomis zonduojamo fotolaidumo (microwave 

probed photoconductivity - MW-PC) kinetikų metodą. 
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1 pav. Fotoliuminescencijos spektrų kaita neėsdintame 

ir ėsdintame MOCVD GaN sluoksniuose prieš ir po 

apšvitos protonų pluošteliu. 

 

 Pranešime bus aptarta radiacinių defektų įtaka 

fotoliuminescencijos spektro smailių intensyvumų kaitai 

fosforo rūgštimi ėsdintuose MOCVD GaN sluoksniuose. 

 

Reikšminiai žodžiai: GaN, cheminis ėsdinimas, 

apšvyta protonais, liuminescencija. 
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